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１．概要（Summary） 

電気二重層トランジスタ（EDLT : Electric Double 

Layer Transistor)は、液体ゲートを有する電界効果トラ

ンジスタの一種である。EDLT による巨大な電界キャリア

注入効果は、絶縁体を超伝導体にするなどの固体の電

子物性の制御が可能になるなどの点で注目を集めている。

本研究では、EDLT を接合障壁とチャネルパスの制御に

用いることにより接合界面の界面状態の研究に利用可能

か検証することを目的としている。この目的のために

EDLT 動作が既に報告されており、これまでの研究で特

異な界面状態の可能性が示唆された ZnO を用い、電子

線リソグラフィによって電極を形成し、EDLT 構造を作製

した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 多元スパッタ装置  (i-miller)、

100kV 電子ビーム描画装置、高速マスクレス露光装置、

12 連電子銃型蒸着装置、プラズマアッシャー、急速赤外

線アニール炉、自動スクライバー、多目的ドライエッチン

グ装置、 化合物ドライエッチング装置、３次元測定レーザ

ー顕微鏡、 

【実験方法】 

最初に、 多元スパッタ装置を用いてエッチングマスク

用に SiO2膜を 1×1 cmの ZnO(500 nm)付きのサファイ

ア基板上に 50 nm スパッタする。次に高速マスクレス露

光装置を用いたフォトリソグラフィーによって ZnO チャネ

ルとなるメサ構造を作製する。SiO2のエッチングは多目的

ドライエッチング装置を用いて行い、ZnO のエッチングは

化合物ドライエッチング装置を用いて行った。その後、

100kV 電子ビーム描画装置を用いた、電子ビームリソグ

ラフィによって ZnOメサ構造上に電極を形成（電子ビーム

蒸着は日本女子大学の超高真空成膜装置で行った）後、

高速マスクレス露光装置、12連電子銃型蒸着装置を用い

たフォトリソグラフィーにてゲート電極とワイヤーボンディン

グ用のボンディンググパットを形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したサンプルの一例を Fig. 1 に示す。さらに日

本女子大学にて 4K 冷凍機用い、電気輸送特性に関す

る測定を行った。今回作製した試料に関してはエッチン

グに関しての問題と、イオンゲートの動作不良が生じたた

め、現在はその原因を特定中である。 
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Fig. 1 Micro images of the ZnO-based EDLT 
sample. 


